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¶ Bu mod¿l, mesleki ve teknik eĵitim okul/kurumlarēnda uygulanan ¢ereve 
¥ĵretim Programlarēnda yer alan yeterlikleri kazandērmaya yºnelik olarak 

ºĵrencilere rehberlik etmek amacēyla hazērlanmēĸ bireysel ºĵrenme 

materyalidir. 

¶ Mill´ Eĵitim Bakanlēĵēnca ¿cretsiz olarak verilmiĸtir. 
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A¢IKLAMALAR  
KOD  522EE0262 
ALAN  Elektrik Elektronik Teknolojisi  
DAL/MESLEK  Gºr¿nt¿ ve Ses Sistemleri 
MOD¦L¦N ADI Amplifikatºrler 

MOD¦L¦N 

TANIMI  

Amplifikatºrlerin kurulumu, amplifikatºrlerin arēzalarēnē tespit 

etme ve giderme, sistem montajē arēzalarēnēn tespiti ve onarēmē 

yeterliklerinin kazandērēldēĵē bir ºĵrenme metaryalidir. 

S¦RE 40/32 

¥N KOķUL Bu mod¿l¿n ºn koĸulu yoktur. 
YETERLĶK Amplifikatºrler devrelerini kurmak ve arēzalarēnē gidermek 

MOD¦L¦N AMACI 

Genel Ama 

Bu mod¿lle gerekli atºlye ortamē saĵlandēĵēnda amplifikatºr 

devrelerini kurabilecek ve arēzalarēnē giderebileceksiniz. 

Amalar 

1. Amplifikatºrlerin alēĸmasēnē etkileyen faktºrleri 

hesaplayarak uygulayabileceksiniz. 

2. G¿ amplifikatºr¿ yaparak arēzalarēnē giderebileceksiniz. 

EĴĶTĶM ¥ĴRETĶM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI  

Ortam 

Elektrik-elektronik laboratuarē, iĸletme, k¿t¿phane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamē vb. 

Donanēm 

Anlatēm (sunuĸ), soru-cevap, tartēĸma, problem ºzme, gezi 

gºzlem, laboratuar (deney), ºrnek olay incelemesi metotlarē ile 

beyin fērtēnasē, gºsteri, ikili ve grup alēĸmalarē, mikro ºĵrenim, 

bilgisayar destekli ºĵretim tekniklerinin biri veya birkaē 

kullanēlacaktēr. 

¥L¢ME VE 

DEĴERLENDĶRME 

Mod¿l iinde yer alan her ºĵrenme faaliyetinden sonra verilen 

ºlme aralarē ile kendinizi deĵerlendireceksiniz. ¥ĵretmen 

mod¿l sonunda ºlme aracē  (oktan semeli test, doĵru-yanlēĸ 

testi, boĸluk doldurma, eĸleĸtirme vb.) kullanarak mod¿l 

uygulamalarē ile kazandēĵēnēz bilgi ve becerileri ºlerek sizi 

deĵerlendirecektir. 

 

A¢IKLAMALAR 
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GĶRĶķ 
 

 

Sevgili ¥ĵrenci, 

 

Geliĸen teknoloji ile beraber g¿nl¿k hayatēmēzda kullandēĵēmēz elektronik cihazlarēn 

sayēsēnda her geen g¿n artēĸ olmaktadēr. ¦retim yapan ve hizmet sunan firmalarda da aynē 

ĸekilde elektronik sistemler her geen g¿n daha yoĵun olarak kullanēlmaktadēr. Sanayi 

firmalarēnēn biroĵu otomasyon sistemleri veya bilgisayar sistemleri kullanarak 

alēĸmaktadēr. Sonu olarak artēk g¿n¿m¿zde elektronik cihazlarē kullanēmēnē bilmek bir 

ayrēcalēk deĵil, okuma yazma bilmek kadar gereklidir. 

 

Sizler bu bºl¿m¿ tercih ederek bu tip geliĸmelere topluma nazaran daha yakēn 

olacaksēnēz. Elektrik ve elektronik teknolojisi alanēndaki kalifiye eleman ihtiyacē her geen 

g¿n arttēĵē iin daha kolay iĸ bulabileceksiniz. Hem iĸ hayatēnda hem de g¿nl¿k yaĸamēnēzda 

bir adēm ºnde olarak daha konforlu bir yaĸam s¿receksiniz. 

 

G¿nl¿k hayatēmēzda kullandēĵēmēz amfilikatºrlerin yapēm aĸamalarēnē ve eĸitlerini 

hesaplarēnē bu mod¿lde beraberce gºreceĵiz. 

GĶRĶķ 
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¥ĴRENME FAALĶYETĶ-1 
 

 

¥ĵrenci bu mod¿lle gerekli atºlye ortamē saĵlandēĵēnda amplifikatºr devrelerini 

kurabilecek ve arēzalarēnē giderebilecektir  

 

ü Amplifikatºrleri kavram ve eĸitlerini araĸtērēnēz.  

ü G¿nl¿k hayatēnēzda karĸēlaĸtēĵēnēz amplifikatºrleri ders ortamēnda paylaĸēnēz. 

ü ¥ĵretmeninizden bulduĵunuz amplifikatºrlerin isimlerini ºĵreniniz.  

ü Topladēĵēnēz bilgileri bir rapor haline getiriniz. 

 

1. AMPLĶFĶKAT¥RLERE GĶRĶķ 
 

1.1. Amplifikatºr ¢alēĸma Modlarē 
 

Bir transistºrden y¿kselte olarak yararlanabilmek iin ĸu ¿ temel baĵlantē ĸeklinden 

biri uygulanēr. 

 

ü Emiteri ortak baĵlantēlē y¿kselte  

ü Beyzi ortak baĵlantēlē y¿kselte 

ü Kollektºr¿ ortak baĵlantēlē y¿kselte 

 
Bir transistºrden gerektiĵi ĸekilde yararlanabilmek iin alēĸma ĸartlarēndaki 

ºzelliklerini daha yakēndan tanēmak gerekir. 

 

Bir devrede kullanēlacak transistºr¿n doĵru seilmesi ok ºnemlidir. 

 

¥rnek: 

 

Devre, deĵiĸik frekansta ve deĵiĸik sēcaklēk ortamēnda kullanēlacak olabilir. Ses 

frekansēnda kullanēlacak bir y¿kselte olduĵu gibi y¿ksek frekanslar da (radyo frekansē) 

kullanēlacak bir y¿kseltete olabilir. 

 

Deĵiĸik akēm, gerilim ve g¿ kazancē saĵlanmasē istenebilir. Bºyle deĵiĸik devrelerde 

kullanēlacak transistºr¿n de o yapēya uygun olan belirli ºzelliklere sahip olmasē gerekir. 

 

Transistºr¿ tanētan bilgilere, uluslararasē bir terim olarak "Transistºr¿n 

Karakteristikleri" denmiĸtir. 

 

¥ĴRENME FAALĶYETĶ-1 
 

ARAķTIRMA 

AMA¢ 
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1.1.1. Ortak Emiter  
 

Emiteri ortak y¿kselte en ok kullanēlan y¿kselte t¿r¿d¿r. Transistºr uygulamasēnēn 

%90-95'inde kullanēlēr. ¥zellikle ses frekansē y¿kselteci olarak uygundur. 

 

1.1.1.1. BJT Ķle Yapēlan Ortak Emiterli Amplifikatºr 

 

ü Emiteri ortak baĵlantēnēn statik karakterisitkleri  

 

Transistºr¿n ñEmiteri Ortak Baĵlantēlēò hali belirtilirken, oĵu yerde baĸ harflerden 

oluĸan "EOB" kēsaltmasē kullanēlacaktēr. 

 

Statik karakteristiklerin incelenmesi, giriĸ ve ēkēĸtaki DC akēm ve gerilim 

deĵerlerinin deĵerlendirilmesi ile saĵlanēr. Bu dºrt deĵerdeki deĵiĸmeler, ĸekil 1.1'deki gibi 

kurulan bir y¿kselte devresiyle incelenir. Giriĸteki akēm ve gerilimdeki deĵiĸmeler giriĸe 

seri baĵlanan mikro ampermetre (ÕA) ve paralel baĵlanan mili voltmetre (mV) ve 

ēkēĸtakideĵiĸimlerde, ēkēĸa baĵlanan mili ampermetre ve voltmetre ile ºl¿l¿r. Kullanēlan 

ºl¿ aletlerinin skala b¿y¿kl¿ĵ¿ ºlebileceĵi deĵere gºre seilmiĸtir 

 

ķekil 1.1 : Transistºr¿n statik karakteristiklerini tanēmlamak ¿zere kurulan y¿kselte devresi 

ķekil 1.1'e dikkat edilirse, statik karakteristikler transistºr ēkēĸēnda herhangi bir y¿k 

direnci bulunmaksēzēn yapēlan DC ºl¿mleri ile belirlenmektedir. Uygulanan bu t¿r ºlme 

yºntemi ile hesaplanan karakteristik deĵerlere ve izilen eĵrilere kēsa devre karakteristikleri 

de denir. 

 

Emiteri Ortak Baĵlantēônēn statik giriĸ direnci "rg" giriĸ direnci, transistºr¿n ºnemli 

karakteristik deĵerlerinden biridir. 

 

Giriĸ direncini iki yoldan hesaplamak m¿mk¿nd¿r: 

ķekil 1.2'de verilen devrede VBE gerilimi ve IB akēmē ºl¿lerek 

Rg = VBE/IB form¿l¿ ile bulunur. 
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ķekil 1.2'de verilmiĸ olduĵu gibi, "VBE - IB" baĵēntēsēnē gºsteren, giriĸ karakteristik 

eĵrisi ¿zerindeki k¿¿k bir deĵiĸim (ȹ - Delta) aralēĵēndaki ȹVBE gerilimi ve ȹIB akēmēndan 

yararlanēlarak 

 

Rg = ȹVBE / ȹIB baĵēntēsē ile hesaplanēr. 

 

ķekil 1.2: Emiteri ortak baĵlantēda giriĸ karakteristik eĵrisi (ge transistºr) 

ü K¿¿k deĵiĸimin alēnmasēnēn nedeni  

 

ķekil 1.2'de gºr¿ld¿ĵ¿ gibi karakteristik eĵrisi lineer (doĵrusal) deĵilir ve orjinden 

(sēfēr noktasē) baĸlamaktadēr. IB akēmē Ge transistºrlerde de VBE=0,2 voltta Si Transistºrler 

de VBE=0,6 voltta akmaya baĸlar. Her iki yoldan yapēlacak hesaplamalarda farklē sonu 

alēnacaktēr. Fakat b¿y¿k bir fark olmayacaktēr. Karakteristik eĵrisi hassas bir alēĸma sonucu 

ēkarēldēĵēndan daha doĵru sonu verir. Ancak ºl¿mlerin ok iyi yapēlmasē gerekir. 

 
ü Hesaplama ºrneĵi 

 

ķekil 1.2'deki giriĸ karakteristik eĵrisinden yararlanarak (¥rneĵin VCE=4,5V iken) 

giriĸ direncinin ne olacaĵēnē hesaplayalēm. 

 

ķekil 1.2'de gºr¿ld¿ĵ¿ gibi ºl¿m iin seilen bºlge, karakteristik eĵrisinin m¿mk¿n 

olduĵunca doĵrusal bºl¿m¿nde alēnacaktēr. 

 

Seilen noktadaki deĵiĸimin deĵeri: 

 

ȹVBE=0,02V ȹIB=10.10
-6
 A'dēr. Bu deĵere gºre, 

Rg = ȹVBE / ȹIB = 0,02 / 10.10
-6
 dan Rg=2000 ohm olarak bulunur. 
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Emiteri ortak baĵlantēda giriĸ direnci, transistºrden transistºre ve besleme durumuna 

gºre 200 ila 2000 ohm arasēnda deĵiĸmektedir. 

 
ü Emiteri ortak baĵlantēnēn statik ēkēĸ direnci 

 

"R¢" ēkēĸ direncinin hesaplanmasē da yine iki yoldan yapēlēr: 

 

Burada ºrnek olarak ķekil 1.3'te verilmiĸ olduĵu gibi "VCE-IC" baĵēntēsēnē gºsteren 

ēkēĸ karakteristik eĵrisi (1. bºlge eĵrisi) ¿zerindeki k¿¿k bir deĵiĸim (ȹ Delta) aralēĵēnda 

ºl¿len ȹVCE gerilimi ve IB akēmēndan yararlanēlarak: 

 

R = ȹVCE / ȹIC    baĵēntēsē ile hesaplanēr. 

 

¥rnek: 

 

ķekil 1.13'den: ȹVCE = 5-4-2=1V ȹIC = 1,85-1,75 = 0,1 mA olur. 

 

ȹVCE deĵiĸimi volt, ȹIC deĵiĸimi ise mA cinsinden olduĵundan, bunlarēn aynē birim 

sisteminde, "Volt ve Amper" olarak yazēlmasē gerekir. 

 

R¢ = ȹVCE / ȹIC = 1 / 0,1.10
-3
 = 10000ɋ = 10 Kɋ olarak bulunur. 

 

Emiteri ortak baĵlantēda, ēkēĸ direnleri transistºrden transistºre 10 ila 500 Kohm 

arasēnda deĵiĸmektedir. 
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ķekil 1.3: Emiteri ortak baĵlantēda deĵiĸik IB akēmlarēnda ēkēĸ karakteristik eĵrileri 

ü Emiteri ortak baĵlantēnēn statik akēm kazancē 

 

Akēm Kazancē, ēkēĸ akēmēnēn giriĸ akēmēna oranē ile bulunur. 

 

Buna, transfer karakteristiĵi denir. 

 

Emiteri ortak baĵlantēlē y¿kseltete DC ēkēĸ akēmē "IC", DC giriĸ akēmē "IB" olduĵuna 

gºre; Statik akēm kazancē: ɓ = IC/IB dir. 

 

Ancak, dinamik akēm kazancē ile statik akēm kazancē arasēnda ok b¿y¿k fark 

bulunmamaktadēr. Bu nedenle "ɓ" genel olarak, emiteri ortak baĵlantēlē transistºr¿n akēm 

kazancē olarak kabul edilir.  

 

Hesaplamasē yine iki yoldan yapēlēr: 

 

¶ Giriĸ ve ēkēĸ ºl¿ aletlerinden okunan IC ve IB deĵerleri oranlanēr. 

¶ Bºlge karakteristik eĵrisinden yararlanēlēr. 
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ķekil 1.4 : Emiteri ortak baĵlantēda transfer karakterisitiĵi 

Transfer karakteristiĵi, ķekil 1.4'te gºr¿ld¿ĵ¿ gibi sēfēr noktasēna yakēn baĸladēĵē ve 

lineer olduĵu iin, karakteristiĵinin herhangi bir yerinde alēĸma noktasē semek m¿k¿nd¿r. 

 

ķekilde gºr¿len ICEO akēmē beyz devresi aēk iken, yani IB=0 iken, emiter-kollektºr 

arasēnda akan kaak akēmdēr. Bu akēm ihmal edilebileceĵinden, karakteristik eĵrisi "0" 

noktasēndan geiyor kabul edilebilir. 

 

Ancak, daha da doĵru bir sonu alabilmek iin, k¿¿k deĵiĸim (D) deĵerleri ile hesap 

yapmak daha uygun olur. 

 

¥rneĵin: 

 

Akēm kazancēnē, ĸekil 1.4'teki, VC = 2V 'a gºre izilmiĸ olan transfer 

karakteristiĵinden yararlanarak hesaplayalēm. (Akēm deĵerleri amper olarak yazēlacaktēr). 

 

K i = ɓ = ȹIC/ȹIB = (2,2-1,2)*10
-3
 / (40-20)*10

-6
 = 1,0*10

-3
 /20*10

-6
 =50 olarak 

bulunur. 

 

Emiteri ortak y¿kseltete akēm kazancē 10 ile 200 arasēnda deĵiĸmektedir. 
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ü Emiteri ortak baĵlantēnēn statik gerilim kazancē 

 

Gerilim kazancēnda durum akēm kazancē ve diren hesaplamalarēndan farklē 

olmaktadēr. 

 

Gerilim kazancēnda, bir devreden alēnan zayēf gerilimin kuvvetlendirip baĸka bir 

devreye verilmesi sºz konusudur. 

 

Bunun iin dºrt bºlge karakteristik eĵrilerinden yararlanēlmaktadēr. 

 

¥rnek bir devre ĸekil 1.5'te verilmiĸtir. 

 

Gerilim kazancēnēn genel yazēlēĸē: KV = V¢ēkēĸ / VGiriĸ tir. 

 

V¢ēkēĸ (V¢): R2 direnci ¿zerindeki gerilim d¿ĸ¿m¿. 

 

VGiriĸ (Vg): R1 direnci ¿zerindeki gerilim d¿ĸ¿m¿. 

 

Diĵer bir ifadeyle: Vg = IB*R1 , V¢ = IC*R2 dir. 

 

Bu duruma gºre, ĸekil 1.5 'teki devrenin, statik gerilim kazancē ĸºyle olacaktēr: 

 

KV = IC*R2/IB*R1 IC/IB = ɓ olup 

 

gerilim kazancē:  KV = ɓ*(R2/R1) olur. 

 

Bºylece, ĸekil 1.5'teki benzer ĸekilde kurulan y¿kselteler iin, ĸºyle bir kural ortaya 

ēkmaktadēr: 

 

EOB statik gerilim kazancē: KV = ɓ*(y¿k direnci / giriĸ devresi direnci) 

 

Bu kural, ses freakansē gerilim y¿kselteleri iin de geerlidir. 

 

Zira k¿¿k frekanslarda: ɓAC = ɓDC'dir. 

 

Statik gerilim kazancēnēn, transistºr ēkēĸ ularēyla, giriĸ ularē arasēndaki gerilimlerin 

DC ºl¿ aleti ile ºl¿lmesi yoluyla bulunmasē da m¿mk¿nd¿r. 
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ķekil 1.5 : Emiteri ortak tipik bir DC y¿kselte devresi 

Emiteri ortak baĵlantēda gerilim kazancē birka y¿z civarēndadēr. 

 

R1 ve R2 'nin diĵer iĸlevi, beyz ve kollektºr polarma gerilimlerini limit deĵerler 

arasēnda saĵlamaktēr. 

 

EOB 'da KV gerilim kazancē bir ka y¿z civarēndadēr. 

 

NOT: Daha ºnceki ñStatik Karakteristikòlerin incelendiĵi devrelerde, besleme 

kaynaklarē VBE ve VCE ĸeklinde gºsterilmiĸti. Bunun nedeni besleme kaynaklarēnēn doĵrudan 

transistºr¿n B-E ve C-E elektrotlarē arasēna baĵlanmasēydē. ķekil 1.5' teki besleme 

kaynaklarē ise VBB ve VCC ĸeklinde gºsterilmiĸtir. Bunun nedeni ise besleme kaynaĵē ile B ve 

C elektronlarē arasēnda diren bulunduĵundan, kaynaĵēn hangi elektrodun polarēlmasē iin 

kullanēldēĵē ihtiyacēnēn duyulmasēdēr. ¥rneĵin, VBB kaynaĵē, beyz (B) polarmasē iin VCC de 

kollektºr (C) polarmasē kullanēlmaktadēr.  

 
ü Emiteri ortak baĵlantēnēn statik g¿ kazancē 

 

G¿ Kazancēnēn genel baĵlantēsē ĸºyledir: 

 

KP = ¢ēkēĸ g¿c¿ / Giriĸ g¿c¿ = P¢/Pg veya 

 

ķekil 1.5'ten  P¢ = IC
2
*R2 ; Pg = IB

2
*R1 olup yerine konursa 

 

KP = I
2
C*R2/I

2
B*R1  =  ɓ

2
(R2/R1) olur, veya 

 

KP = Akēm kazancē (ɓ) x gerilim kazancē (KV) kuralēna gºre 

 

KP = ɓ*KV ĸeklinde yazēlēr. 

 

R2 ve R1 direnleri ve ɓ yerine en sēk rastlanan deĵerler yazēlērsa: 
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EOB statik g¿ kazancē: KP = 50
2
*(10000/2000) = 2500*5 = 12500 olur. 

 

Emiteri ortak y¿kselte devresinin g¿ kazancē bir ka bin civarēndadēr. 

 

Yukarēdaki deĵerlerde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi emiteri ortak baĵlantēda akēm ve g¿ kazanlarē 

olduka b¿y¿k ēkmaktadēr. Bu bakēmdan emiteri ortak y¿kselteler ok kullanēlēr. 

 

Y¿kseltelerin hem DC, hem de AC alēĸmasēnda, alēĸma ĸeklini belirleyen ñY¿k 

Doĵrusuò ve ñ¢alēĸma Noktasēò konusunun ºnemli bir yeri vardēr. 

 

ü Emiteri ortak baĵlantēnēn AC y¿k doĵrusu 

 

ķekil 1.6: Ķĸaret kaynaĵē uygulanmēĸ emetºr¿ ortak y¿kselte 
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ķekil 1.7: Emiteri ortak y¿kseltecin dinamik karakteristiĵi ve distorsiyonu 

Her AC y¿kseltecin, bir DC bir de AC y¿k doĵrusu vardēr. Bazē hallerde bu iki doĵru 

¿st ¿ste gelir. Bazē hallerde de ayrēlēr. 

 

¶ DC ve AC y¿k doĵrularēnēn aynē doĵru olmasē hali, 

 

ķekil 1.6'da gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, kollektºr direnci aynē zamanda y¿k direnci olarak 

kullanēlmēĸtēr. Hem DC hem de AC akēm bu diren ¿zerinden akmaktadēr. Bu nedenle de DC 

ve AC y¿k doĵrusu aynē doĵru olur. 

 

ķekil 1.6'ya ait giriĸ ēkēĸ baĵēntēlarē ķekil 1.7'de verilen karakteristik eĵrisi ile 

aēklanmēĸtēr. ķekilde gºr¿ld¿ĵ¿ gibi AC alēĸmada da DC y¿k doĵrusu kullanēlmēĸtēr. 

 

¶ AC ve DC y¿k doĵrularēnēn farklē olmasē hali: 

 

ķekil 1.8ôde uygulamada ok rastlanan bir y¿kseltecin prensip ĸemasē verilmiĸtir. Bu 

y¿kseltete aĸaĵēda aēklandēĵē gibi, DC ve AC y¿k doĵrulan farklēdēr. 

 

ķekil 1.8ôde verilmiĸ olan y¿kselte ĸu ºzelliklere sahiptir; 

 

Polarēlmasē tek VCC kaynaĵēndan yapēlmaktadēr. RC ve RL gibi iki ēkēĸ direnci 

vardēr. ¢ēkēĸ iĸaret gerilimi, RL y¿k direnci ¿zerinden alēnmaktadēr. R1 ve R2 direnleri ile 

beyz polarmasē saĵlanmēĸtē. CB kondansatºr¿ ile, DC akēmēn Vb iĸaret kaynaĵēna gemesi 

ºnlenmiĸtir. RE direnci ile negatif geri besleme yapēlarak dengeli alēĸma saĵlanmaktadēr. 

CB kºpr¿leme (by pass) kondansatºr¿ AC iĸaret akēmē iin kēsa yol olmaktadēr. Bºylece RE 
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direnci ¿zerindeki AC enerji kaybē ºnlenmektedir. C kondansatºr¿ DC akēmēn y¿k direncine 

gemesini ºnlemektedir. Ortak nokta topraklanmēĸtēr. 

 

ü Devrenin alēĸmasē 

 

Devre, polarma gerilimi nedeniyle, daha ºnceki statik alēĸma konularēnda incelenmiĸ 

olduĵu gibi, ºncelikle bir DC y¿kselte olarak alēĸmaktadēr. Ancak, giriĸe uygulanan AC 

iĸaret gerilimi de, DC gerilime bindirilmek suretiyle RC ve RL direnleri ¿zerinden 

y¿kseltilmiĸ olarak alēnmaktadēr. Y¿kselte bu yºnden de bir AC y¿kseltetir. AC 

alēĸmada. VCC ve CC kēsa devre olmakta ve RC ile RL paralel baĵlē konumuna gemektedir 

 

Burada daha ºnce incelenmiĸ olan y¿kselteclerin yapēlarēna gºre iki ºnemli fark 

bulunmaktadēr: 

 

Birincisi CE kºpr¿leme (by pass) kondansatºr¿. Ķkincisi de CC kondansatºr¿nden 

sonra RL y¿k direnci ilavesidir. Bu ilaveler nedeniyle DC ve AC akēm yollarē deĵiĸmektedir. 

 

ķºyleki: CE kondansatºr¿. AC akēmda RE direncini kēsa devre etmektedir. CC 

kondansatºr¿ ise yalnēzca AC akēmēn RL y¿k direnci tarafēna gemesini saĵlamaktadēr. DC 

ve AC akēm yollarēnēn deĵiĸmesi nedeniyle DC ve AC y¿k doĵrularē ĸekil 1.12'de gºr¿ld¿ĵ¿ 

gibi ayrēlmaktadēr. Bu nedenle, burada DC ve AC y¿k doĵrularēnēn birlikte incelenmesi, 

konuya daha etkin bir yaklaĸēm saĵlayacaktēr. 

 

ķekil 1.8: Uygulamada ok rastlanan bir y¿kselte tipi 
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ü RE, RC ve RL direnli AC y¿kseltecin DC y¿k doĵrusu 

 

ķekil 1.9 : DC ēkēĸ devresi 

ķekil 1.9ôda verilen DC y¿k doĵrusu ile ilgili devrede Kirchoff Kanunuôna gºre  

 

VCC = IC (RC + RE ) + VCE'dir. 

 

Bu baĵēntēya gºre. ķekil 1.10 ve ķekil 1.12 'de gºsterilen, DC y¿k doĵrusunun, A ve B 

noktalarē ĸºyle bulunur; 

 

IC eksendeki B noktasē: 

 

VCE = 0 iken IC = ICm 'den yukarēdaki baĵēntēya gºre: VCC = ICm .(RC + RE ) olur. 

 

Buradan; ICm = (VCC / RC+RE) dir. 

 

Bu deĵer B noktasēnē belirler. VCE eksenindeki A noktasē: 

 

Yukarēdaki baĵēntēya gºre; IC = 0 iken VCE = VCCódir. 

 

VCC deĵeri de A noktasēnē belirler 
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ķekil 1.10 : RE, RC, RL direnli emiteri ortak AC y¿kseltete DC y¿k doĵrusu 

ü AC y¿k doĵrusunun incelenmesi 

 

¥nce, ēkēĸta AC akēmēn takip ettiĵi yollarēn bilinmesi gerekir. 

 

CS, CE ve CC kondansatºrleri, alēĸēlan frekansta k¿¿k empedans gºsterecek ĸekilde 

seilmiĸtir. Pratik hesaplamalarda, kondansatºrlerin empedans deĵeri, AC akēm iin sēfēr (0) 

kabul edilir. Yani, AC devrede kondansatºrler kēsa devre olur. Keza, VCE gerilim kaynaĵēnēn 

da i direnci ok k¿¿k olduĵundan, AC'de bu da kēsa devre olarak d¿ĸ¿n¿l¿r. ķekil 1.1'de 

de gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, transistorun C-E ēkēĸē ile RC ve RL direnleri, AC akēm iin paralel hale 

gelmiĸ bulunmaktadēr. Paralel RC ve RL direnlerinin eĸdeĵerine RAC diyelim:  

 

RAC = (RC.RL / RC+RL)ódir. 

 

ķekil 1.11: ķekil 1.8'de verilmiĸ olan y¿kseltecin ēkēĸ devresi AC akēm yolu. 
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AC y¿k doĵrusunu izebilmek iin 

 

Y¿k doĵrusu, ĸekil 1.12'de de gºr¿ld¿ĵ¿ gibi AC alēĸmadaki Icm maksimum 

kollektºr akēmēnēn belirlediĵi nokta ile, VCEm, maksimum kollektºr-emiter gerilimin 

belirlediĵi noktayē birleĸtiren doĵrudur. 

 

ICm ve VCEm ĸu ĸekilde bulunur: 

 

ķekil 1.12'den takip edilirse, AC gerilim ve akēmēn genlikleri. ICmak ve VCEmak 

olduĵuna gºre;  

 

ICm = ICQ+ICmak VCEm = VCEQ+VCEmak tēr. 

 

Kollektºr ēkēĸēna, AC ampermetre ve voltmetre baĵlanērsa, AC akēm ve gerilimin 

efektif deĵerleri okunur. Buradan ICmak ve VCEmak hesaplanēr. ICQ ve VCEQ 'nun alēĸma 

noktasēna ait deĵerlerdir. Q noktasē DC ve AC y¿k doĵrularēnda ortaktēr. 

 

Bºylece ICm ve VCem hesaplanarak D ve C noktalarē bulunur ve AC y¿k doĵrusu izilir. 

 

Yukarēda belirtilmiĸ olan AC alēĸmadaki RAC ēkēĸ direnci, DC alēĸmadaki "RL+RE" 

direncine gºre daha k¿¿k olduĵundan: AC alēĸmadaki ICm kollektºr akēmē, DC y¿k 

doĵrusuna ait maksimum kollektºr akēmēndan daha b¿y¿kt¿r. Bu nedenle ĸekil 1.12'de de 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, AC y¿k doĵrusu. DC y¿k doĵrusuna gºre daha diktir.  

 

ķekil 1.12: ķekil 1.8 'de verilmiĸ olan y¿kseltece ait DC ve AC y¿k doĵrularēyla maksimum ēkēĸ 

veren AC akēm ve gerilim baĵēntēlarē. 
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ü Emiteri ortak baĵlantēnēn dc y¿k doĵrusu 

 

Y¿k Doĵrusu Nedir? 

 

Buraya kadar yapēlan incelemelerde, transistºr¿n iki eĸit baĵlantē hali dikkate 

alēnmēĸtēr: 

 

¶ Kēsa devre baĵlantē hali: Bu durumda giriĸ ve ēkēĸ direnleri ile akēm 

kazancē incelendi. Bunlar, tamamen transistºr¿n yapēsēyla ilgili olan, 

karakteristik deĵerlerdir. Ve transistºr¿n tanēnmasēnē saĵlamaktadērlar. 

¶ Bir y¿k direncinin baĵlanmasē hali: Bu durumda da gerilim ve y¿k 

kazancē incelendi. ¢ēkēĸta y¿k direncinin bulunmasē halinde, ēkēĸ akēmē 

ile ēkēĸ gerilimi arasēndaki baĵēntē, bir doĵru boyunca deĵiĸmektedir. Bu 

doĵrunun durumunu y¿k direnci belirlediĵinden ñY¿k Doĵrusuò adē 

verilmiĸtir. 

 

¢alēĸma Noktasē Nedir? 

 

Y¿k doĵrusu ¿zerinde bulunan ve hangi DC ēkēĸ akēmē ve gerilimi ile alēĸēldēĵēnē 

gºsteren noktadēr. Genellikle Q harfi ile gºsterilir. 

 
ü DC y¿k doĵrusu 

 

Y¿k doĵrusu ¿ temel y¿kselte iinde aynē ĸekilde tanēmlanēr. Ancak, DC ve AC 

alēĸmada farklēdēr. Burada Emiteri Ortak Y¿kselteôte ºnce DC, sonra da dinamik 

karakteristikler bºl¿m¿nde AC y¿k doĵrusu incelenecektir. 

 

ķekil 1.13 (a)'da gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, VBB ve VCC gerilim kaynaklarē, giriĸ ve ēkēĸ iin 

gererkli polarma gerilimini saĵlamaktadēr.  

 

Giriĸ gerilimi (VBE) ve dolayēsēyla da giriĸ akēmē (IB), P potansiyometresi ile 

deĵiĸtirilir. Bu deĵiĸim VBE voltmetresi ve IB ampermetresi ile takip edilir. 

 

Giriĸteki deĵiĸime baĵlē olarak, ēkēĸtaki kollektºr akēmē (IC) ve dolayēsēyla da 

kollektºr gerilimi VCE deĵiĸir. 

 

VCE 'nin deĵiĸimi, Kirchoff (Kirĸof) Baĵēntēôsēna gºre gerekleĸir.  

 

Bu baĵēntē ĸºyle ifade edilir: VCE = VCC - IC * RL 
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ķekil 1.13 : Y¿k direnci DC alēĸmada giriĸ ve ēkēĸ gerilim ve akēmlarē arasēndaki baĵēnētēnēn 

incelenmesi a) Ķnceleme devresi, b) VCE gerilimin V BE' ye gºre deĵiĸimi 

ü VCE ve IC deĵiĸim sēnērlarēnēn belirlenmesi 

 

ķekil 1.13 (a)'dan takip edilirse ĸºyle iki deney yapmak m¿mk¿nd¿r. 

 

VCE nin sēnēr deĵerinin belirlenmesi: 

 

P potansiyometresi en saĵa (0 konumuna) alēndēĵēnda 

 

Transistºre hi bir gerilim uygulanmayacaktēr. Yani, VBE = 0, IB = 0'dēr. 

 

Bu durumunda ēkēĸ akēmē da IC = 0 olur. 

 

IC = 0 iken, RL direnci ¿zerinden herangi bir gerilim d¿ĸ¿m¿ olmayacaĵēndan VCE = 

VCC olur. 

Diĵer bir ifadeyle 

 

VCE = VCC - IC * RL baĵēntēsēnda, IC = 0 konulursa; VCE = VCC olur. 

 

IC nin sēnēr deĵerinin belirlenmesi ve Transistºr¿n Doymasē P potansiyometresi, VBE 

gerilimini ve dolayēsēyla da IB ve IC akēmēnē b¿y¿ltecek ĸekilde sola doĵru kaydērēlsēn; 

 

IB b¿y¿d¿ke IC akēmē b¿y¿yecek, dolayēsēyla da RL direnci ¿zerindeki gerilim 

d¿ĸ¿m¿ artacaktēr. Belirli bir IC kollektºr akēmēna ulaĸēnca IC . RL = VCC olur. 

 

Bu durumda, VCE = 0 olur. (Gerekte, VCE tam "0" olmaz. Bkz. ĸekil 1.14) 

 

Bu evreden sonra IB b¿y¿t¿lmeye devam edilirse de, artēk IC daha fazla b¿y¿mez ve 

ICm gibi bir maksimum deĵerde kalēr.  
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Olayē tanēmlamak iin, "Transistºr doydu," denir. Bu andaki ICm kollektºr akēmēna da 

ICd doyma akēmē denir. 

¶ ķekil 1.14'te, transistºr¿n kēsa devre alēĸmadaki "VCE, IC" karakteristik 

eĵrileri,  y¿k doĵrusu ve Q alēĸma noktasē gºsterimiĸtir. ķekilde de 

gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, transistºr kēsa devre alēĸērken: VCE geriliminin, IC 

akēmēna dikkate alēnabilecek etkisi olmamaktadēr. 

 

IC akēmē yalnēzca, IC =ɓ IB baĵēntēsē ile IB'ye baĵlē olmaktadēr. Ancak, VCC ve IC'nin, 

transistºr kataloĵunda verilen, VCmak ve ICmak limit deĵerini gememsi gerekir.  

 

RL y¿k direnci baĵlandēĵēnda ise 

 

ICd = ICm = VCC / RL olmakta ve bu deĵerden sonra IB'nin etkisi bulunmamaktadēr. 

Gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, burada, VCC ve RL 'nin seimi b¿y¿k ºnem taĸēmaktadēr. VCC ve RL ºyle 

seilmelidir ki, ICm = VCC / RL deĵeri transistºr firmasēnca verilen, kollektºr akēmē limitini 

(ICmax) gememelidir. Geerse, transistºr ēsēnarak tahrip olur. 

 

¶ Gerek ķekil 1.13 (b)'de gereksede ĸekil 1.14'de de gºr¿ld¿ĵ¿ gibi doyma 

anēnda VCE gerilimi, gerekte tam olarak 0 olmaz. "VCEd" gibi ok 

k¿¿k bir deĵere sahiptir. Bu anda, VCEd = VBE olur. 

¶ ķekil 1.14'den takip edilirse: 

 

VCEd noktasēndan ēkēlan dik, IB = 240 ÕA eĵrisini, tam dºn¿m noktasē olan B 

noktasēnda kesmektedir. Bu da transistºr¿n IB = 240 ÕA de doyma haline geldiĵini 

gºstermektedir. B noktasma ait IC akēmē "ICd" doyma akēmē olmaktadēr. 

Pratik hayatta: VCEd = 0 kabul edilir. B noktasē da, IC ekseni ¿zerindeymiĸ gibi d¿ĸ¿n¿l¿r ve 

ICd = ICm olarak alēnēr. 

 

Sonu olarak, ñDoymaò halinde ēkēĸ devresi baĵēntēsē ĸºyle olacaktēr: 

VCE = 0 = VCC - ICd . RL veya 0 = VCC - ICm . RL buradan. 

ICm = ICd = VCC / RL olur. 
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ķekil 1.14: Y¿k doĵrusu, Q ēlēĸma noktasē ve PCm maksimum g¿ eĵrisi 

ü Y¿k doĵrusunun izimi 

 

Yukandaki hesaplamalardan iki ºnemli sonu ēkmaktadēr: ķekil 1.14'teki gibi 

ēkēĸēnda bir RL y¿k direnci bulunan y¿kseltete;  

 

¶ ¢alēĸmazken yani IC = 0 iken, VCE = VCC olmaktadēr.  

¶ Doyma da yani VCE = 0 iken ICm =ICd =VCC / RL olmaktadēr. 

 

ķekil 1.14' te de gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, VCC noktasē ile ICm noktasēnē birleĸtiren doĵruya ñY¿k 

Doĵrusuò denmektedir. Giriĸ beyz akēmē (IB) deĵiĸtirildike, buna baĵlē olarak ēkēĸ 

kollektºr akēmē (IC) ve Kollektºr - Emiter Gerilimi (VCE) y¿k doĵrusu ¿zerinde kalacak 

ĸekilde deĵiĸir. Yukarēdaki baĵēntēlardan: 1 / RL = ICm / VCC y¿k doĵrusunun eĵimidir. ¢ēkēĸ 

deĵerlerinin hesaplanmasēnda y¿k doĵrusu ºnemli rol oynamaktadēr. 

 

¥rnek: 

 

Bir transistºr¿n kataloĵunda y¿k doĵrusu verilmiĸ ise, RL y¿k direncini bulmak 

m¿mk¿nd¿r. ķekil 1.15'te gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, y¿k doĵrusu, IC eksenini, ICm = 8 mA noktasēnda 

VCE eksenini de VCC = 15 V noktasēnda kesmiĸtir ICm = 8 mA = 0,008 A noktasēnda VCE = 0 

olduĵuna gºre baĵēntēsēnda gerekli deĵerler yerlerine konursa  

 

0 = 15 - 0,008 . RL 'den RL = 15 / 0.008 = 1875 ohm olarak bulunur. 

 

ü Bir AC y¿kseltete hesaplar nasēl yapēlēr? 

 

AC y¿kseltecin alēĸmasēnda ĸu iĸlemler olmaktadēr: 

Dinamik alēĸmada etken olan deĵiĸken iĸaret gerilimi ve akēmēdēr. 

Bu nedenle AC y¿kseltelerde hesaplamalar "AC" deĵerler ile yapēlēr. 
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Hesaplamalarda efektif veya maksimum deĵerler kullanēlēr. 

 

AC y¿kselteteki DC polarma deĵerleri ise alēĸma noktasēnē belirlemektedir. 

¥rneĵin, ĸekil 1.12'de gºr¿len "Q" noktasē gibi. 

 

AC deĵerler, Q alēĸma noktasēna ait DC deĵeri, b¿y¿lt¿p k¿¿lt¿r. ¥rneĵin, "VCQ" 

DC gerilimi, VC'nin genliĵi kadar, VCmak ile VCmin arasēnda deĵiĸmektedir. 

 

AC y¿kseltete de ĸu karakteristik deĵerlerin bilinmesi gerekir: 

¶ giriĸ direnci  

¶ ēkēĸ direnci 

¶ akēm kazancē 

¶ gerilim kazancē 

¶ g¿ kazancē 

 

Bu deĵerlerin hesaplanabilmesi iin ĸu ¿ yºntem de uygulanabilmektedir: 

 

ü ¥lme yºntemi 

 

ķekil 1.16ôda benzer ĸekilde giriĸ ve ēkēĸa baĵlanan AC ºl¿ aletlerinden okunan 

Efektif (etkin) Deĵerler 'den yararlanēlēr. 

 

ü Karakteristik eĵrilerinden yararlanma yºntemi 

 

¦retici firmalar tarafēndan verilen veya laboratuarda ēkarēlan karakteristik 

eĵrilerinden yararlanēlēr. Giriĸ ve ēkēĸa ait AC akēm ve gerilimler tam sin¿zoidal ise efektif 

ve dolayēsēyla da maksimum - minimum deĵerler kullanēlēr. Akēm ve gerilim tam sin¿zoidal 

deĵilse, ortalama deĵerler kullanēlēr. 

 

ü Verilmiĸ bir devredeki deĵerlerden yararlanma yºntemi 

 

¥zellikle gerilim ve g¿ kazancē hesabēnda uygulanan, giriĸteki devrenin ēkēĸ direnci 

ile y¿k direnci ve akēm kazancēndan yararlanma yºntemidir. 1. ve 3. yºntemlerdeki 

hesaplamalar statik karakteristikler incelenirken yapēlan hesaplamalarēn bir benzeridir 

 
ü Transistºr¿n y¿kselte olarak aliĸtirilmasi 

Y¿kselte olarak alēĸtērēlan bir transistºrden, ĸu ¿ iĸlemin gerekleĸtirilmesinde 

yararlanēlēr: 

¶ Akēm kazancēnē saĵlamak 

¶ Gerilim kazancēnē saĵlamak 

¶ G¿ kazancēnē saĵlamak 

 

Buradaki kazancēn anlamē ĸºyledir: 

 

Transistºr giriĸine verilen akēm, gerilim veya g¿c¿n ēkēĸtan daha b¿y¿k deĵerlerde 

elde edilmesidir. Bunu saĵlamak iin de belirli devrelerin oluĸturulmasē gerekir. 
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Kazancēn sayēsal deĵerinin bulunmasē da ēkēĸtaki akēm, gerilim ve g¿ deĵerlerinin, 

giriĸteki akēm, gerilim ve g¿ deĵerlerine oranlanmasē suretiyle elde edilir. 

 

Karakteristik eĵrileri, transistºr¿n ¿reticileri tarafēndan hazērlanan tanētēm kitaplarēnda 

(katalog) verilir. 

 

Transistºr, hem DC hem de AC y¿kselte olarak alēĸabilir. Bu nedenle, transistºr¿ 

gereĵi gibi inceleyebilmek iin, ayrē ayrē DC ve AC'deki alēĸma hallerinin incelenmesi 

gerekir. 

 

DC alēĸmada giriĸteki ve ēkēĸtaki akēm ve gerilim deĵerleri arasēndaki baĵēntēlara 

statik karakteristikleri, 

 

AC alēĸmadaki akēm ve gerilim baĵēntēlarēna da ñDinamik Karakteristikleriò denir. 

 

Transistºr y¿kselte olarak ĸu ¿ baĵēntē ĸeklinde alēĸtērēlabilmektedir. 

¶ Emiteri ortak baĵlantēlē y¿kselte 

¶ Beyzi ortak baĵlantēlē y¿kselte 

¶ Kollektºr¿ ortak baĵlantēlē y¿kselte 

 

Ortak baĵlantē deyimi, giriĸte ve ēkēĸta ortak olan u (elektrot) anlamēnda 

kullanēlmēĸtēr. 

 

ü Transistºr¿n dc y¿kselte olarak alēĸtērēlmasē  

 

Y¿kselte olarak alēĸtērēlan bir transistºrden, ĸu ¿ iĸlemin gerekleĸtirilmesinde 

yararlanēlēr: 

¶ Akēm kazancēnē saĵlamak 

¶ Gerilim kazancēnē saĵlamak 

¶ G¿ kazancēnē saĵlamak 

 

Buradaki kazancēn anlamē ĸºyledir: 

 

Transistºr giriĸine verilen akēm, gerilim veya g¿c¿n ēkēĸtan daha b¿y¿k deĵerlerde 

elde edilmesidir. 

 

Bunu saĵlamak iin de belirli devrelerin oluĸturulmasē gerekir. 

 

Kazancēn sayēsal deĵerinin bulunmasē da, ēkēĸtaki akēm, gerilim ve g¿ deĵerlerinin, 

giriĸteki akēm, gerilim ve g¿ deĵerlerine oranlanmasē suretiyle elde edilir. 

 

Karakteristik eĵrileri, transistºr¿n ¿reticileri tarafēndan hazērlanan tanētēm kitaplarēnda 

(katalog) verilir. 
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Transistºr, hem DC hem de AC y¿kselte olarak alēĸabilir. Bu nedenle, transistºr¿ 

gereĵi gibi inceleyebilmek iin, ayrē ayrē DC ve AC'deki alēĸma hallerinin incelenmesi 

gerekir. 

 

DC alēĸmada giriĸteki ve ēkēĸtaki akēm ve gerilim deĵerleri arasēndaki baĵēntēlara 

Statik Karakteristikleri, 

 

AC alēĸmadaki akēm ve gerilim baĵēntēlarēna da ñDinamik Karakteristikleriò denir. 

 

Transistºr y¿kselte olarak ĸu ¿ baĵēntē ĸeklinde alēĸtērēlabilmektedir. 

¶ Emiteri ortak baĵlantēlē y¿kselte 

¶ Beyzi ortak baĵlantēlē y¿kselte 

¶ Kollektºr¿ ortak baĵlantēlē y¿kselte 

 

Ortak baĵlantē deyimi, giriĸte ve ēkēĸta ortak olan u (elektrot) anlamēnda 

kullanēlmēĸtēr. 

 

ü Transistºr¿n DC y¿kselte olarak alēĸtērēlmasē  

 

ķekil 1.16'da emiteri ortak baĵlantēlē bir DC y¿kselte devresi verilmiĸtir. Bu 

y¿kselte devresi ile transistºr¿n statik karakteristikleri incelenmektedir. 

 

Statik karakteristikleri incelerken yukarēda da belirtildiĵi gibi giriĸ ve ēkēĸtaki DC 

akēm ve gerilim deĵerlerinden yararlanēlēr. 
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ķekil 1.16: Transistºr¿n statik karakteristiklerini tanēmlamak ¿zere kurulan y¿kselte devresi 

Giriĸteki akēm ve gerilimdeki deĵiĸmeler giriĸe seri baĵlanan mikro ampermetre (ÕA) 

ve paralel baĵlanan k¿¿k deĵerler ºlebilen voltmetre (mV) ve ēkēĸtaki deĵiĸmeler de, 

ēkēĸa baĵlanan mili ampermetre ve normal bir voltmetre ile ºl¿l¿r. 

 

ķekil 1.16'ya dikkat edilirse, transistºr ēkēĸēnda baĸka bir eleman bulunmaksēzēn 

yapēlan DC ºl¿mlerdir. 

 

Uygulanan bu t¿r ºlme yºntemi ile hesaplanan statik karakteristik deĵerlerine ve 

izilen eĵrilere Kēsadevre Karakteristikleri 'de denir. 

 

ķekil 1.16'daki ºl¿ aletleri ile ĸu deĵerler ºl¿lmektedir: 

 

Giriĸe ait 

Beyz akēmē IB 

Beyz - emiter arasē gerilim VBE 

 

¢ēkēĸa ait 

Kollektºr akēmē IC 

Kollektºr - Emiter arasē gerilim VCE 
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¥l¿len bu deĵerler ile ĸu karakteristik deĵerler hesaplanmaktadēr: 

 

Akēm kazancē: KĶ(ɓ) = IC/IB 

Giriĸ direnci: Rg = VBE/IB 

¢ēkēĸ direnci: R¢ = VCE/IC 

Eĵim: S = ȹIC/ȹVBE 

Transfer oranē: Õ = VBE/VCE (%0,01-0,001) dir. 

 

Buradan ilk ¿l¿, "KĶ, Rg ve R¢" her transistºr iin her devrede bilinmesi gereken 

karakteristik deĵerlerdir.  

 

Son iki "S ve Õ" deĵerleri ise transistºr ¿zerinde daha derinlemesine alēĸma yapēlmasē 

gerektiĵinde, ihtiya duyulan deĵerlerdir. 

 

Bºlge karakteristik eĵrisi: (VCE, IC) 

¶ Bºlge karakteristik eĵrisi: (IB, IC) 

¶ Bºlge karakteristik eĵrisi: (VBE, IB) 

¶ Bºlge karakteristik eĵrisi: (VBE, VCE) 

 

Bu karakteristik eĵrilerinin deĵiĸik noktalarēndaki, k¿¿k deĵiĸim (ȹ) deĵerleri ile 

yapēlacak olan hesaplamalar KĶ, Rg ve R¢ deĵerleri, hakkēnda daha doĵru bilgi verir. 

 

ķºyle ki 

 

KĶ(ɓ) = ȹIC/ȹIB baĵēntēsē, karakteristik eĵrisi doĵrusal olduĵundan her noktada aynē 

deĵeri verir. 

 

Rg = ȹVBE/ȹIB baĵēntēsē, eĵrisel olan karakteristik eĵrisinin farklē noktalarēnda farklē 

deĵerler verir, en iyi noktayē semek gerekir. 

 

Karakteristik eĵrisinden de anlaĸēlmaktadēr ki, IB beyz akēmē b¿y¿d¿ke transistºr¿n 

Rg giriĸ direnci k¿¿lmektedir. 

 

R¢ = RCE = ȹVCE/ȹIC baĵēntēsē da, IC b¿y¿d¿ke daha k¿¿k R¢ verir. 

 

Gºr¿lmektedir ki, DC y¿kselte devresinde ºl¿len deĵerler ile elde edilen sonular, 

transistºr hakkēnda ºnemli bilgi vermektedir. 

 

ü Transistºr¿n gerilim ve g¿ kazanlarēnē bulmak iin 

 

ķekil 1.17'de gºr¿ld¿ĵ¿ gibi, giriĸ devresine paralel olarak bir RB direnci, ēkēĸ 

devresine de yine paralel bir RL y¿k direnci baĵlanēr. Bunlarēn ¿zerinde oluĸan gerilim 

d¿ĸ¿mlerinin ve sarf olan g¿lerin oranē gerilim ve g¿ kazancēnē verir. 
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Gerilim kazancē: KV = VRL/VRB 

G¿ kazancē: KP = PRL/PRB = IC. VRL/IB. VRB = ɓ.KV 

Gºr¿ld¿ĵ¿ gibi g¿ kazancē ile gerilim kazancēnēn arpēmēna eĸit olmaktadēr. 

 

ķekil 1.17: Giriĸe RB direnci ēkēĸada RL y¿k direnci baĵlanan DC ve AC y¿kselte 
 

ü Transistºr¿n ac y¿kselte olarak alēĸtērēlmasē 

 

Transistºr ĸekil 1.17' de gºr¿ld¿ĵ¿ gibi giriĸine AC iĸaret gerilimi uygulandēĵēnda da 

AC y¿kselte olarak alēĸēr. 

 

AC y¿kselteler de iki ana gruba ayrēlēr: 

Ses frekansē y¿kselteleri 

Y¿ksek frekans (Radyo frekansē) y¿kselteleri 

Y¿ksek frekans y¿kselteleri ºzel yapēlē y¿kseltelerdir. 

 

AC y¿kselte olarak inceleme konusu, g¿nl¿k hayatta daha ok karĸēlaĸēlan ses 

frekansē y¿kselteleridir. 

 

AC iĸaret gerilimi, genelde sin¿zoidal olarak deĵiĸen bir gerilim olarak d¿ĸ¿n¿l¿r. Bu 

gerilim, giriĸteki ve ēkēĸtaki DC polarma gerilimini b¿y¿lt¿p k¿¿lterek sin¿zoidal olarak 

deĵiĸmesini saĵlar. 

 

AC alēĸmada, yalnēzca AC deĵerler ºnemli olduĵundan, giriĸ ve ēkēĸta ampermetre 

ve voltmetre olarak AC ºl¿ aletleri kullanēlēr. AC ºl¿ aletleri efektif deĵer ºlt¿ĵ¿nden 

gerekli hesaplamalarda efektif deĵerler ile yapēlēr. 

 

¥rneĵin, 

 

Akēm kazancē: KĶAC(ɓAC) = ICef/IBef 

Gerilim kazancē: KVAC = VCEef/VBEef = (ICef/IBef).(RL/RB) = ɓAC.RL/RB 

G¿ kazancē: KPAC = ɓAC. KVAC    ĸeklinde ifade edilirler. 

Alak frekans (ses frekansē) y¿kseltelerinde: ɓDC = ɓAC olarak alēnē. 
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Giriĸ ve ēkēĸ direnleri de DC ve AC 'de aynē ºzelliklere sahiptir. 

NOT: 

 

ķekil 1.16 ve ķekil 1.17'de verilmiĸ olan devreler deney ve bilgi edinme devreleri 

olduĵu iin, anlatēm kolaylēĵē bakēmēndan iki besleme kaynaĵē kullanēlmēĸtēr. Uygulamada 

ise tek besleme kaynaĵē kullanēlēr. 

 

¥rnek: Bjt li 10w ses y¿kselteci 

 

ķekil 1.18: Bjt li 10w ses y¿kselteci 
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Resim 1.1: Fet ile yapēlan ortak emiterli amplifikatºr 

1.1.1.2. Fet ile Yapēlan Ortak Emiterli Amplifikatºr 

 

FET transistºrlerin kullanēlmasē iin ilk ºneriler 1955ôli yēllara dayanmaktadēr. Fakat 

o zamanki ¿retim teknolojileri bilim adamlarēnēn kafalarēnda oluĸanlarē ¿retime yansētacak 

kadar yeterli deĵildi. Bu nedenle FET transistºrlerin yapēmlarē ve kullanēmlarē daha 

sonralara kaldē.  

 

FET transistºrler iki farklē ana grupta ¿retilmektedir. Bunlardan birincisi JFET 

(junction field effect transistºr) ya da kēsaca bilinene adē ile FET, ikincisi ise MOSFET ( 

metal oxcide silicon field effect transistºr) ya da daha az bilinen adē ile IGFET (ēsolated gate 

field effect transistºr).  

 

Transistºr ya da BJT transistºr iki taĸēyēcē grubu ile alēĸmakta idi. ¥rneĵin, NPN bir 

transitºr¿n emitºr¿nden giren elektronlar emitºr iinde oĵunluk taĸēcēsē olmaktadēr. Sonra P 

tipi beyz iinden geerken azēnlēk taĸēyēcēsē olmakta, en son N tipi kollektºrden geerken 

tekrar oĵunluk taĸēyēcēsē olmaktadēr. FET iinde ise elektronlar sadece N tipi ya da P tipi 

madde iinden gemektedir. Sadece oĵunluk taĸēyēcēlarē ile alēĸmaktadēr. Bu nedenle 

yapēsal farklēlēĵē vardēr. Ayrēca en ºnemli kullanēm ºzelliklerinden biride giriĸ direnleri ok 

y¿ksektir. Bu nedenle baĵlandēklarē devreleri y¿klemezler. Az g¿r¿lt¿ ¿rettikleri iin giriĸ 

devreleri iin tercih edilirler. Ķki tip FETôi ayrē ayrē inceleyelim. 
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ķekil 1.19: Fet transistºr¿n iyapēsē ve sembolleri 

Biz burada verilen bilgilerde sadece N kanal JFETôi kullanacaĵēz. P kanal JFET, N 

kanal JFETôin alēĸmasē ile aynē olup beslemelerin polariteleri ile N ve P maddelerin yerleri 

deĵiĸmektedir. Ortadaki N maddesinin bir ucu D (drain - aka) diĵer ucu ise S (source 

kaynak) olarak adlandērēlēr. Ortadaki bu para aynē zamanda kanal channel olarak 

adlandērēlēr. Kanalēn alt ¿st kēsēmlarēndaki P tipi paralar birleĸtirilmiĸ olup G (gate kapē) 

olarak adlandērēlēr. ķekil 1.19ôda VDD kaynaĵēnēn negatif ucu source ucuna, pozitif ucu 

drain ucuna baĵlanmēĸtēr. Bu nedenle akacak olan ID akēmē drain den source ye doĵrudur. 

VGG kaynaĵēnēn eksi ucu P maddesinden yapēlmēĸ olan gate ye, artē ucu ise source ye 

baĵlanmēĸtēr. Yani gate ve kanal ters polarmalanmēĸtēr. Bu sebepten gate akēmē IG =0 

olacaktēr. ķimdi VGG voltajēnēn 0V olduĵunu d¿ĸ¿nelim. O zaman VDD voltajēnēn 

oluĸturduĵu akēm ID, drainden source ye doĵru ve maksimum olarak akacaktēr. ID akēmēnē 

sēnērlayan sadece kanalēn kesitidir. Bu kesit yada hacim de kadar b¿y¿k olursa ID akēmē da o 

kadar b¿y¿k olarak akacaktēr. ķimdi VGG voltajēnē biraz pozitif olarak arttēralēm. O zaman P 

maddesinden yapēlmēĸ gate ile N maddesinden yapēlmēĸ olan kanal ters polarmalanacaktēr. P 

maddesindeki boĸluklar VGG kaynaĵēndan gelen elektronlarla doldurularak gate etrafēnda (p 

maddesi etrafēnda) bir yayēlma alanē yaratacaktēr.  
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ķekil 1.20: Fet transistºr¿n V GG kaynaĵēna ters baĵlantē ĸemasē 

Gate ile source arasēnda sadece VGG voltaj kaynaĵē olduĵu iin gate source arasēnda 

sadece VGGônin yaratēĵē ters polarizasyon, gate ile drain arasēnda VGG + VDD kaynaĵē 

olduĵu iin source - drain arasēndaki ters polarizayson VGG + VDD kadar olacaktēr. Bu 

sebepten yayēlmanēn profili source tarafēnda daha az, drain tarafēnda daha fazla olacaktēr. Bu 

yayēlma kanalē daralttēĵē iin ID akēmē azalacaktēr. VGG voltajēnē daha da arttērērsak alan 

iyice yayēlarak b¿t¿n kanalē kapatēr ve ID akēmē sēfēr olur. ID akēmēnē sēfēr yapan VGG 

voltajēna Pinchoff Voltajē Vp denir.  

 

ķekil 1.21: Fet transistºr¿n ayarlē VGG  kaynaĵēna ters baĵlantē ĸemasē 
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ķekil 1.22:Fet transistºr¿n ayarlē VGS ve ayarlē  VDS  kaynaĵēna baĵlantē ĸemasē 

ķekil 1.22ôde VGS voltajēnē Vp voltajēnēn biraz altēnda sabit tutalēm. VDS voltajēnē 

sēfērdan itibaren yavaĸa arttēralēm. Bu durumda kanal bir miktar aēk olduĵu iin ID akēmē 

sēfērdan itibaren biraz y¿kselecektir. VDS voltajēnē arttērdēĵēmēzda ID akēmē da doĵrusal 

olarak artacaktēr. Bu durum yani ID akēmēnēn doĵrusal olarak artmasē VDS voltajēnēn, VGS 

ile Vp nin farkēna eĸit olduĵu (VDS = VGS - Vp) deĵere kadar devam eder. VD voltajē daha 

da arttērēlērsa (VDS >= VGS - Vp) kanal geniĸliĵi VDS voltajēna baĵlē olarak ve aynē oranda 

daralēr ya da bu kritik deĵerden sonra kanal direnci VDS voltajē ile aynē oranda artar. 

Sonuta VDS voltajē bu kritik deĵerden sonra ne kadar arttērēlērsa arttērēlsēn ID akēmē sabit 

kalēr ve ID akēmē VGS voltajē ile kontrol edilir. Eĵer VGS voltajēnē sēfēr yaparsak, VDS 

voltajē Vp deĵerine kadar y¿kseltilirse kanal geniĸliĵi minimum deĵerine ulaĸēr. Bu 

durumdaki ID akēmēna doyum akēmē ya da IDSS akēmē denir. IDSS ile ID akēmē arasēndaki 

baĵēntē:  

 

ID= IDSS (1 - (VGS / Vp)2 )  

 

Bu durumu ºzetlemek gerekirse 

 
ķekil 1.23: Fet transistºr¿n ayarlē V GS ve ayarlē  VDS  kaynaĵēna baĵlantē karakteristik ĸemasē 
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Buradaki birinci bºlge ñSabit Direnò bºlgesi olarak tanēmlanēr. Bu bºlgede VDS 

deĵeri k¿¿kt¿r. Bu alēĸma durumunda ñKanal Direnciò gate ye uygulanan ñTers Bayas 

Voltajēò ile kontrol edilir. Bu uygulamalarda JFET ñVoltaj Kontroll¿ Direnò olarak alēĸēr.  

 

Ķkinci bºlge ñSabit Akēmò bºlgesi olarak tanēmlanēr. Bu bºlgede VDS deĵeri 

b¿y¿kt¿r. ID akēmē gate voltajēna baĵlē olarak deĵiĸir, VDS deĵerinden baĵēmsēzdēr. Sabit 

akēm bºlgesi BJT transistºr¿n CE baĵlantēsēna benzer. Aralarēnda tek fark vardēr. BJT 

Transistºrde IC akēmē Ib Akēmēônēn fonksiyonudur. JFET Transistºrde ID akēmē gate ye 

uygulanan voltajēn fonsiyonudur.  

 

JFET in ID akēmēnē veren form¿l  

ID= IDSS (1 - (VGS / Vp)2 )  

 

Olarak vermiĸtik. Bu form¿l¿n sabit akēm bºlgesi iin izimine ñJfet Transfer 

Karakteristiĵiò denir. Aĸaĵēdaki ĸekil 1.24 buna bir ºrnektir.  

 

ķekil1.24: JFET transfer karakteristiĵi 

ķekil1.24ôde IDSS akēmē 5mA, Vp voltajē 4V olarak izilmiĸtir. ķekildeki transfer 

eĵrisi gºr¿ld¿ĵ¿ gibi doĵrusal deĵildir. Bu nedenle, ºrneĵin VGS giriĸ voltajē 3V dan 2V a 

getirildiĵinde ID akēmē yaklaĸē 1mA deĵiĸir. Fakat VGS giriĸ voltajē 2Vôden 1Vôye 

getirildiĵine ID akēmēndaki deĵiĸiklik 2mA olacaktēr. 
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ü FET transistºr¿n bayaslanmasē  

 

Bir bayas devresi transistºr¿ (FET, BJT transistºr vs) ºzel bir durum sºz konusu 

olmadēka aktif bºlgede alēĸmasēnē saĵlamak iin tasarlanēr. BJT transistºrlerde bildiĵiniz 

gibi beyz akēmē bayas devresinin hesaplanmasēnda ºnemlidir. Fakat FET transistºrlerde gate 

akēmē (IG=0) sēfērdēr. FET transistºr¿n aktif bºlgede alēĸabilmesi iin gate-source arasē 

voltaj negatif olur. Aĸaĵēda bit JFET transistºr¿n self-bayas devresi gºr¿lmektedir.  

 

ķekil 1.25:FET transistºr¿n bayaslanma devresi 

ķekil1.25ôte IG akēmē sēfēr olduĵu iin ID akēmē IG akēmēna eĸit olacaktēr.  

ID=IG RS direnci ¿zerinden geen ID akēmē burada source tarafē pozitif toprak tarafē negatif 

olacak ĸekilde bir voltaj oluĸturur. IG akēmē sēfēr olacaĵē iin RG direnci ¿zerinden hi akēm 

gemeyecek ve RG direnci ¿zerinde bir voltaj d¿ĸ¿m¿ olmayacaktēr. Fakat gate-source 

arasēnda RS direnci ¿zerinde gºr¿len voltaj negatif olarak gºr¿lecektir. Bu voltaj JFET 

transistºr¿n bayas voltajēdēr. Bu sºylediklerimizi form¿l haline getirirsek;  

 

¢ēkēĸ devresi iin 

VDD= ID (RD + RS) + VDS,  

Gate Source arasē voltaj, IG=0 oldugu iin  

VGS= -ID x RS  

 

ID akēmē,  

ID= IDSS (1 - (VGS / Vp)2 )  

 

Yukarēdaki form¿llerle JFET iin Q alēĸma noktasē kolayca bulunabilir. 
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ķekil1.26:FET transistºr¿n bayaslanma devresi karakteristik grafiĵi 

ķimdi JFET transistºr¿n bayaslanmasēna iliĸkin birka ºrnek yapalēm.  

 

ķekil 1.27: FET transistºr¿n ºrnek bir bayaslanma devresi 
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N-kanal bir JFET iin 

IDSS= 4mA  

Vp=-5V.  

VDD=12V  

RD=4,7 kohm  

RS=470 ohm  

 

olarak verilmiĸtir.  

 

Q noktasēnēn (ID, VDS) yerini bulunuz.  

ID= IDSS (1 - (VGS / Vp)2 )  

 

Form¿l¿ne bakacak olursak Vp voltajē VGS voltajēna eĸit olursa ID akēmē IDSS 

akēmēna eĸit olur. Yani IDSS akēmē verilen Vp deĵerindeki doyum akēmēdēr. Bizim 

bulacaĵēmēz ID akēm deĵeri IDSS akēmēndan daha k¿¿k olmalēdēr. Pratik olarak VD deĵeri 

yaklaĸē olarak VDD/2 olmalē ve VGS deĵeri Vp deĵerinin yarēsē kadar olmalēdēr. Buna gºre 

VGS deĵerini 2V olarak seersek  

 

ID= 4 (1 (-2 / -4)2 )  

ID= 4 (1 0,5)2  

ID= 4 (0,5)2  

ID= 1mA olarak bulunur.  

VDS voltajē  

VDD= ID (RD + RS) + VDS  

VDS= VDD (ID (RD + RS))  

VDS= 12 (1 (4,7 + 0,47))  

VDS= 12 (1 (5,17))  

VDS= 12 5,17  

VDS= 6,83V olarak bulunur.  

VD voltajē  

VD= VDD ID (RD)  

VD= 12 1 (4.7)  

VD= 12 4,7  

VD= 7,3V olarak bulunur.  

 

ķekil 1.28: FET transistºr¿n ºrnek bayaslanma devresi karakteristik grafiĵi
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Sonu olarak ID=1mA, VDS=6,83V ve VD=7,3V olarak bulunur. Dikkat ederseniz RG 

direnci hesaplamalara girmedi. Nedeni, IG akēmēnēn sēfēr olmasēdēr. Bu diren ēkēĸēna 

baĵlanacaĵē devrenin ēkēĸ direncini etkilemeyecek b¿y¿kte seilir. BJT transistºrlerin 

bayaslanmasēnda geerli olan bayas kararlēlēĵēna ait kurallar FETôler iin de geerlidir.  

 

ķimdi ¿niversal bayas devresine sahip bir JFET devresinin ºz¿mlemesini yapalēm.  

 

ķekil 1.29: ¦niversal bayas devresine sahip bir JFET devresi 

ķekil 1.29ôdaki devrede VDD=20V, RG1=470K, RG2=150K, RD=3,3K, IDSS=5mA 

ve VGS(off)=-4V verilmiĸtir. VGS(off) Vpónin baĸka bir adlandērmasēdēr. ķimdi transistºr¿n 

aktif durumda alēĸmasē iin RS direncimin deĵerini hesaplayalēm. Yani ID akēmē 2,5mA 

olsun.  

 

Transistºr¿n VGG voltajē (gate - toprak arasē voltaj)  

VGG= VDD RG1 / ( RG1 + RG2 )  

VGG= 20 x 150 / ( 470 + 150 )  

VGG= 4,84V olarak bulunur.  

 

Bayas direlerinin eĸdeĵerine RG dersek  

RG= RG1RG2 / ( RG1 + RG2 )  

RG= 470 x 150 / ( 470 + 150 )  

RG=114K olarak bulunur. 
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ķekil 1.30:¦niversal bayas devresine sahip bir JFET devresi 

ķekil1.30ôdaki eĸdeĵer devreye dikkatle bakacak olursak  

VGG= VGS + ( ID x RS )  

 

Olarak yazēlabileceĵini gºrebiliriz.  

 

Ayrēca IDSS akēmēnēn yani en b¿y¿k akēmēn VGS=0V de olduĵunu ve ID akēmēnēn 

0mA deĵerinin yani IDônin kesim deĵerinin Vp voltajēnda olduĵunu biliyoruz. O zaman 

VGS deĵerini Vp/2 olarak d¿ĸ¿n¿rsek;  

 

VGG= VGS + ( ID x RS )  

RS = (VGG - VGS) / ID  

RS = (4,84 - (-2)) / 2,5  

RS = 2,7K olarak buluruz.  

 

Basit bir kontrol yapalēm. 

 

Transistºr¿n VGS voltajēnēn negatif, transistºrden akēm gemesi iin Vp voltajēndan 

k¿¿k olmasē gerekmektedir. ID akēmēnēn IDSS akēmēndan k¿¿k olmasē gerektiĵini ve 2.5 

mA olarak ºnceden tespit etmiĸtik. 

  

VS=RS x ID  

VS=2,7 x 2,5  

VS=6,75V  

VGG=4,84V idi.  

VGG= VGS + ( ID x RS ) form¿l¿n¿  

VGG= VGS + VS olarak yazabiliriz. Buradan VGS ;  
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-VGS = VS - VGG  

-VGS = 6,75 4,84  

VGS = -1,91 V olduĵu (yaklaĸēk -2V) tekrar gºr¿l¿r. 

 

ü FET transistºrl¿ y¿kselte devreleri  

 

ķekil 1.32ôde temel bir FET y¿kselte devresi gºr¿lmektedir. Kullandēĵēmēz transistºr 

bir JFET dir. VGG bayas kaynaĵē, k¿¿k bir negatif GATE gerilimi (VGS) temin 

etmektedir. Transistºr¿n gate-source arasē VGS tarafēndan ters bayaslandēĵē iin Gate akēmē 

olmayacaĵēndan (ya da ihmal edilebilecek kadar k¿¿k olacaĵēndan ) RG direnci ¿zerinde 

herhangi bir gerilim d¿ĸ¿m¿ olmayacaktēr. Bunun sonucu olarak VGS=VGG olacaktēr.  

Drain-Source besleme gerilimi VDD ve Drain direnci RD, ID Drain akēmē ile Drain-Source 

arasēndaki gerilimi (VDS) oluĸtururlar. Devre elemanlarēnēn deĵeri, VDS > Vp olacak 

ĸekilde seileceĵinden, transistºr¿n sabit akēm bºlgesinde alēĸmasē saĵlanēr. Burada 

sºylediĵimiz sabit akēm, transistºrden ne olursa olsun hep aynē akēm akar anlamēnda 

deĵildir. VDD besleme geriliminde olabilecek deĵiĸiklerden ID akēmēnēn etkilenmemesidir.  

 

ķekil 1. 31: Temel bir FET y¿kselte devresi 

ķekil1.31ôdeki devrede sinyal kaynaĵēna seri olarak baĵlanan Ci kondansatºr¿ Vs 

alternatif sinyal kaynaĵē ile transistºr¿n DC olan VGSôsi arasēnda DC izolasyon yapar. Vs 

alternatif kaynaĵē devreyi ĸu ĸekilde etkiler. Vgs=VGS + Vs  

 

Yukarēdaki form¿lde gºr¿len VGS + Vs aslēnda vektºrel bir toplamadēr. Vs alternatif 

sinyal kaynaĵēdēr. Yani genliĵi zamana gºre deĵiĸir. Bir y¿kselir, bir azalēr. VGS ise DC bir 

gerilimdir. Yani sabittir. Sabit olan VGS ile deĵiĸken olan Vsô yi toplarsak ortalama deĵeri 

VGS olan fakat Vs kadar bir azalan bir oĵalan Vgsô yi elde ederiz. Bu gerilim transistºr¿n 

Gate sine uygulandēĵē iin Vgs geriliminin y¿kseldiĵi zamanlarda ID akēmē y¿kselir, Vgs 

geriliminin azaldēĵē zamanlarda da ID akēmē azalēr. Yani ID akēmē Vs nin sinyal ĸekline gºre 

bir alzalēr, bir y¿kselir. ID akēmēndaki bu deĵiĸiklik RD direnci ¿zerinde deĵiĸken bir gerilim 
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oluĸturur. Bu deĵiĸken gerilimi (RD ¿zerinde ēkēĸ geriliminin hem AC hem DC bileĸenleri 

vardēr) Co kondansatºr¿ ile devrenin dēĸēna Vo olarak alērēz. Bu baĵlantē t¿r¿ndeki 

devrelerde Vo gerilimi Vi geriliminden daha fazla olduĵu iin devremizde bir gerilim 

kazancē oluĸur.  ¥rneĵin bizim devremizde 0,5Vòluk bir Vi iin 10Vòluk bir Vo elde edersek 

devrenin gerilim kazancē 20 olur. Av= Vo / Vi Av= 20 / 0,5 Av=20 grafik ºz¿m bir JFET 

devresini grafik olarak ºz¿mlemek iin VDS - ID ya da DRAIN karakteristiĵi kullanēlēr.  

 

CE baĵlantēlē BJT transistºre ok benzer. Yukarēdaki devre iin drain devresinin DC 

denklemi, VDS= VDD - ID * RDôdir. Bu form¿le aynē zamanda DC ñY¿k Denklemiò de 

denir. Drain akēmē ise, ID= (VDD - VDS) / RDôdir. Bunlara gºre JFET y¿kseltecinin 

grafiĵini izerseké  

 

ķekil1.32: JFET y¿kseltecin grafiĵi 

ķekil 1.32ôde y¿k doĵrusunun ĸekli, -1/RD ile ifade edilmektedir. Bu lisede 

ºĵrendiĵiniz sēkēcē grafiklerin en basitlerinden olan - 1/x aynēsēdēr. Eĵer VGS voltajē -1V 

deĵerine ise, Q noktasē ĸekildeki yerindedir. Q noktasēnēn bu durumdaki karĸē gelen VDS ise 

25V olsun. Bu duruma sessizlik duruma denir. ķimdi Vi giriĸ sinyalini uyguladēĵēmēzē 

varsayalēm. Vi sinyali y¿kseldiĵinde negatif olan VGS bayas voltajēnē azaltacaktēr. ¥rneĵin 

VGS=0 olsun. Yani Q noktasē ĸekilde A noktasēna kayacaktēr. Buna karĸē gelen VDS ise 

ºrneĵin 5V olacaktēr. Gºr¿ld¿ĵ¿ gibi Vi giriĸ sinyali y¿kseldiĵinde VGS voltajē azalmakta 

(Vo voltajē, VDS nin deĵiĸken kēsmēdēr) yani Vo voltajē negatif yºnde artmēĸtēr. Vi negatif 

yºnde arttēĵē zaman VGS voltajēnē da arttēracak baĸka bir deĵiĸle VGS voltajē da negatif 

yºnde y¿kselecektir. Bu durumda ID akēmē da azalacaĵē iin VDS voltajē y¿kselecektir. 

Bunu grafikte Q noktasēnēn y¿k doĵrusu ¿zerinde B noktasēna gelmesi ĸeklinde gºrebiliriz. B 

noktasēna karĸē gelen VDS gerilimi de ºrneĵin 45V olsun. Bu durumda giriĸ sinyali Vi 2V 

deĵiĸtiĵinde ēkēĸ sinyali 40V deĵiĸmekte ve 20 kat kazan elde edilmektedir. Ayrēca giriĸ 

sinyali Vi ile ēkēĸ sinyali Vo arasēnda 180o faz farkē olduĵu gºr¿lmektedir.  

 

Grafik ºz¿mler, olabilecek distorsiyonlar hakkēnda bize ºnemli bilgiler verir. Sinyal 

kesimde mi, doyumda mē rahatlēkla gºrebiliriz? Ayrēca JFET transistºrl¿ y¿kselteler 

tasarlanērken birka noktaya dikkat etmek gereklidir. Bilindiĵi gibi JFET transistºr¿n 

DRAIN karakteristiĵinde gºr¿len VGS voltaj basamaklarē eĸit aralēklarda bulunmadēĵēndan 
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Q noktasē etrafēnda meydana gelecek simetrik sinyal salēnēmē drain akēmē ID ve VDS 

geriliminde simetrik deĵiĸimlere neden olmaz. ¢¿nk¿ JFETônin giriĸ karakteristiĵi ile ēkēĸ 

karakteristiĵi arasēndaki iliĸki doĵrusal deĵildir. Bu nedenle ēkēĸ dalga ĸeklinde uygun bir 

doĵrusallēk elde etmek iin, giriĸ sinyalinin genliĵi m¿mk¿n olduĵunca k¿¿k olmalēdēr. 

Ķkinci olara, alēĸma noktasē pēnchoff threshold eĵrisine yakēn olarak seilmemelidir. ¢¿nk¿ 

bu eĵriye yakēn bºlgelerde, VGS eĵrileri arasēndaki uzaklēk k¿¿k olduĵundan aĸērē 

distorsiyon meydana gelir. Son olarak, gate bayas gerilimi ok y¿ksek olamamalēdēr. Bu 

durumda k¿¿k negatif sinyal salēnēmlarēnda bile transistºr tamamen kesim durumuna 

geebilir. FET bayas devrelerinde en ok yukarēdaki ĸekilde gºr¿len yapē kullanēlēr. Eĵer 

devremizin kararlēlēĵēnē daha da arttērmak istersek self bayas yerine BJT transistºrlerden de 

hatērlayacaĵēnēz gibi universal bayas devresi kullanmak daha iyi olacaktēr. Universal bayas 

devresi ºzelliĵi olarak transistºr¿n parametrelerinde olabilecek bazē deĵiĸikliklerden bile 

devrenin etkilenmemesini saĵlamaktadēr.  

 

ü ¥rnek fetli y¿kselte devresi 

 

ķekil 1.33: FETôli y¿kselte devresi 

ķekil1.33ôte BS 170 tipi kendiliĵinden uyartēmlē n-kanal MOSFET kullanēlan standart 

bir y¿kselte devresi bulunuyor. Bu y¿kselte devresi ok b¿y¿k bir giriĸ empedansē ve iyi 

bir frekans tepkisine (frequency response) sahiptir ve sēka empedans dºn¿ĸt¿r¿c¿ olarak 

kullanēlēr. C1 ve C2 kondansatºrlerinin gºrevi giriĸ ve ēkēĸta DC yalētēmē yapmaktēr. R1 ve 

R2 direnleri bir gerilim bºl¿c¿ gibi alēĸēr ve kazan katsayēsēnē belirlerler. Geite ºn 

gerilim R3 direnci ¿zerinden beslenir. Bu tarz alēĸma ñdinamik ºn gerilimlemeò olarak 

adlandērēlēr ve eĸ zamanlē olarak frekans tepkisinin iyileĸtiren, fakat kazan katsayēsēnēn 

kºt¿leĸtiren bir gerilim geri beslemesinin meydana gelmesine sebep olur. R4 direnci, diĵer 

t¿m y¿kselte devrelerinde olduĵu gibi, s¿k¾net akēmēnē (quiescent current) ve alēĸma 
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noktasēnē (quiescent point) belirler. JFETlerde olduĵu gibi, bu devrede de ēkēĸta 180Á lik bir 

faz kaymasē meydana gelir. 

 

1.1.2. Ortak Kollektºr 

 
ü Kollektºr¿ ortak y¿kseltecin (KOB) statik karakteristikleri 

 

¶ KOB Statik giriĸ direnci 

 

ķekil 1.34 (a) eĵrisinde alēĸma noktasē olarak A noktasēnē seelim. Karakteristik 

doĵrusal devam ettiĵi ve baslangē noktasēndan getiĵi iin gerilim ve akēm deĵiĸim 

miktarlarēnē almak yerine, kendilerini almak m¿mk¿nd¿r. 

 

Rg = VBC / IB = 10 / 100.10
-6
 = 100000ɋ = 100 Kɋ 

 

Kollektºr¿ ortak baglantēda giriĸ direnci 100 ile 1000 Kɋ arasēnda deĵiĸmektedir. 

 

 

ķekil 1.34: Kollektºr¿ ortak y¿kseltecin karakteristik eĵrileri. 

(a) giriĸ (b) ēkēĸ 

ü KOB statik ēkēĸ direnci 

 

ķekil 1.34 (b) eĵrisinden gerilim akēm deĵiĸim miktarlarē 

 

ȹVEC = 0,3 - 0,2 = 0,1V; ȹ IE = 3,3 - 2,2 = 1.1 mA olup 

yerlerine konulursa: R¢ = ȹVEC / ȹIE = 0,1 / 1,1.10-3 =~ 91ɋ olur. 

Kollektºr¿ ortak baĵlantēda ēkēĸ direnci 50 ile 500 ohm arasēnda deĵiĸir. 
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ü KOB statik akēm kazancē 

 

Kollektor¿ ortak devrede akēm kazancē 

 

K i = ɔ = IE / IB = ( IC + IB) / IB = (IC / IB) +1 = ɓ +1 

 

Emetºr¿ ortak baĵlantēlē y¿kselte bºl¿m¿nde ɓ akēm kazancēnēn 10 ile 200 arasēnda 

deĵiĸtiĵi belirtilmisti. ɔ akēm kazancē iinde aynē deĵerler verilebilecektir. 

 

ü KOB statik gerilim kazancē 

 

Empedans uygunluĵu saĵlamak bakēmēndan R1 ve R2 direnleri transistºr¿n giriĸ ve 

ēkēĸ direnlerine yakēn seilir. 

 

Gerilim kazancē: KV =IE.R2 / IB.R1 = ɔ.R2 / R1'dir. 

 

Yukarēdaki deĵerlere gºre: KV = 200.1 / 100000 = 0,182 olur. 

 

Gºr¿ld¿ĵ¿ gibi KOB'da gerilim kazancē 1'den k¿¿kt¿r. 

 

ü KOB statik g¿ kazancē 

 

G¿ kazancē  

 

KP = ɔ
2
.(R2/R1) = ɔ.KV olup 

 

Yukarēdaki deĵerlere gºre: KP = 200.0,182 = 3,64 olur. 

 

Gºr¿ld¿ĵ¿ gibi g¿ kazancē da diĵer baĵlantē ĸekillerine gºre olduka d¿ĸ¿kt¿r. 

 

Kollektor¿ ortak baĵlantē halindeki g¿ kazancē genelde KP = 10 ....100 arasēndadēr. 

 

ü Kollektºr¿ ortak baĵlantēnēn dinamik karakteristikleri 

 

Kollektºr¿ ortak y¿kselteci dinamik karakteristik deĵerlerin hesaplama yºntemleri de 

diĵer baĵlantē ĸekillerine benzer. 

 

ü Kollektºr¿ ortak y¿kseltecin kullanēm alanlarē 

 

Kollektºr¿ ortak baĵtantē vasētasēyla bir kmontajēn basitleĸtirilmesi 

saĵlanabilmektedir. 

 

ķekil 1.35'te bºyle bir ºrnek verilmiĸtir. Emiteri ortak devre ºn¿ne direk kuplajla 

kollektºr¿ ortak bir devre getirilmiĸtir.  Birincisi, yani kollektºr¿ ortak devre, faz dºnmesi 

yapmadēĵē iin Rp ile her iki devrede birden sēcaklēk etkisinin azaltēlmasē saĵlanmaktadēr. 

Yapēlan hesaplar gºstermiĸtir ki her iki transistºr de emiteri ortak d¿zende baĵlandēĵēnda 

aynē kazan elde edilebilmektedir.  Fakat bu halde fazladan 2 diren ile 2 kondansatºr daha 
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kullanēlmasē gerekmektedir. Kollektºr¿ ortak baĵlantē, daha ok, kollektºr¿ gºvdeye baĵlē 

olan b¿y¿k g¿l¿ transistºrlerde uygulanmaktadēr. Ayrēca, b¿y¿k direnli giriĸ ve k¿¿k 

direnli ēkēĸ gerektiren devrelerde bu baĵlantē ĸekli uygulanēr. 

 

¢oĵunlukla ēkēĸ emiter direncinden alēnēr. Bu ĸekildeki kollektºr¿ ortak devreye 

ñEmiter ¢ēkēĸlēò devre denir. ķekil 1.36'daki kollektºr¿ ortak baĵlantēlē transistor emiter 

ēkēĸlēdēr. Tabloda transistºr¿n deĵiĸik baĵlantē hallerindeki karakteristik deĵerleri 

verilmiĸtir. 

 

ķekil 1.35: Kollektºr¿ ortak devrenin emiteri ortak devreye direk kuplajē. 

1.1.3. Ortak Beyz 
 

ñBeyzi Ortak Baĵlantēnēn Statik Giriĸ Direnciò BOB statik giriĸ direnci, ñEmiter ile 

Beyzò arasēnda ºl¿len DC direncidir. 

 

ķekil 1.36 : Beyz'i ortak baĵlantēda giriĸ karakteristik eĵrisi (silikon) 








































































































































